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Opfindelsen angdr en relamatrix af den i krav 1's
indledning angivne art.

Der kendes tungerelzmatricer af forskellig art,
og deres betjening kan ske p& flere forskellige mader. Det
er kendt at anbringe bistabile elektromagnetiske tungerelzer
i matricens krydspunkter og betjene disse ved strgmsamtidig-
hed p& en rzkke- og en sgjletrdd. Denne opbygning har imid-
lertid den ulempe, at de bistabile relaer og deres betje-
ning bliver forholdsvis kompliceret og dyr.

Ved en anden kendt lgsning forsynes hvert af de mono-
stabile relazenheder i matricen foruden med kontakter for
taletri&dene med et ekstra kontaktsat, der kan tjene som
holdekontakt for relzet. En s&dan lgsning er f.eks. vist i
tysk fremlaggelsesskrift nr. 1 047 85l. Denne l¢sning har
den ulempe, at den foruden at ngdvendigggre et ekstra
tungeeelement plus en diode i hver krydsningspunkt ogsa
ngdvendigggr gennemgdende holdetrdde mellem centralens vel-
gertrin.

Det er pd baggrund heraf opfindelsens formél at til-
vejebringe en forbedret relamatrix, der er vaesentligt bil-
ligere og mere kompakt end de tidligere kendte apparater.

Det angivne formdl opnds ifglge opfindelsen ved en
relamatrix af den i krav l1's indledning angivne art, som
tillige er udformet som angivet i krav 1l's kendtegnende del.

opfindelsen forklares i det fglgende narmere under
henvisning til tegningen, pé& hvilken

fig. 1 viser et blokdiagram over tre matricer, der
indgdr i et valgertrin, og den overordnede centrale styre-
enhed, ’

fig. 2 et oversigtsdiagram for en relamatrix i et
vaelgertrin,

fig. 3 et koblingsdiagram for de til et krydspunkt
hgrende dele i styrekredslgbsenheden og holdekredslgbsenheden,

fig. 4 et koblingsdiagram for en anden udfgrelsesform
af styrekredslgbet,

fig. 5 en udfgrelsesform for en holdekredslgbsenhed
opbygget med holdekredslgb ifglge fig. 3,
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fig. 6 en anden udfgrelsesform for holdekredslgbs-
enheden,

fig. 7 holdekredslgbsenheden ifglge fig. 6 indret-
tet til anvendelse i en bestemt type matrixopbygning,

fig. 8 en udfgrelsesform for et styrekredslgb ifgl-
ge fig. 2,

fig. 9 en udfgrelsesform for den til et krydspunkt
hgrende del af en holdekredslgbsenhed HU,

fig. 10 et kredslgbsdiagram for en tredie udfgrelses-
form for kontrolkredslgbet, og

7 fig. 11 en andret udformning af holdekredslgbsenhe-
den ifglge fig. 5.

I den efterfglgende beskrivelse antages det, at re-
lzmatricerne indgér i valgere for telefoncentraler, hvilket
naturligvis ikke indebzrer nogen begransning af opfindelsens
omrade. 3

Forudsatningen for det her viste eksempel er, at der
aldrig er tilsluttet mere end et krydspunktsrela pr. rzkke
i matricen. I den anden koordinatretning i matricen, her
betegnet som sgjleretningen, skal der i visse tilfazlde, som
f.eks. ved konferencesamtale, kunne foretages opkobling, dvs.
at en eller flere yderligere abonnenter eller en telefonist
skal kunne sluttes til en opkoblet samtale, hvorved to eller
flere yderligere krydspunktsrel@er i samme s¢jle i matricen
skal kunne vare trukket samtidigt. Forholdene vedrgrende rak-
ken gg¢r, at der kun behgves et styreelement pr. rakke, hvis
hver krydspuﬁkt i rakken far sit eget holdeelement. Samt-
lige styreelementer til et kort, ifglge eksemplet lig med
en 8 x 8 matrix, sammenfgres til en styrekredslgbsenhed,
der p& integreret form realiseres i et hus. De rakkevis sam-
lede holdeelementer realiseres ligeledes i en holdekredslgbs-
enhed i et falles hus pr. rakke.

Fig. 1 viser et blokdiagram for tre matricer, der
indgdr i et valgertrin, samt den overordnede centrale styre-
enhed. Matricerne M1, M2, M3 adresseres over falles dataskin-

ner DB fra den styrende og overvagende centrale styreenhed CP.
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Hver matrix bestdr af selve krydspunktsnetvarket CPN og den
for dette fazlles styrekredslgbsenhed CU og holdekredslgbs-
enhed HU. Krydspunktsnetvarket indeholder talevejenes kob-
lingselementer, der i dette tilfalde bestdr af monostabi-
le tungerelzer, der styres af en magnetiserende spole. Gen-
nemkoblingen er topolet, dvs. hvert krydspunkt indeholder kun
to arbjedskontakter, og der findes sdledes ingen elektromag-
netisk eller elektromekanisk holdekontakt. Den for matricen
felles styreenhed CU er funktionsmmssigt opdelt i to enhe-
der, en styrelogikenhed CLU, der adresseres fra den centra-
le styreenhed CP, og selve spandingsforsyningsdelen. I det
fglgende skal styrekredslgbsenheden beskrives sammenhazngende
uden opdeling i de navnte dele. Ogsd den for matricen falles
holdekredslgbsenhed HU er funktionsmazssigt opdelt i to dele,
en holdelogikenhed HLU og kredslgbsdelen til tilslutning af
holdespanding. I det fglgende skal holdekredslgbsenheden i-
midlertid beskrives sammenhangende uden opdeling i de navn-
te funktioner.

Det ma forstds, at den navnte centrale styreenhed
CP ogséd styrer de ¢gvrige valgertrin i centralen. Endvidere
kan de forskellige valgertrin vare opbygget pd en mangde
forskellige mdder, og det viste eksempel udggr kun én af
mange udfgrelsesformer.

Fig. 2 viser skematisk og overskueligt en relama-
trix ifglge fig. 1 med tilhgrende styrekredslgbsenhed CU og
holdekredslgbsenhed HU, der indgdr i et valgertrin. Det vi-
ste krydspunktsnet indeholder 64 relzer anbragt i 8 rakker.
Kun det fgrste og sidste rela i rakkerne 1 og 8 er vist. De
ikke viste mellemliggende relzer har egne holdekredslgbsen-
heder, men anvender samme styreenhed. Relzerne er betegnet
med R efterfulgt af et tocifret indeks, i hvilket fgrste
ciffer angiver rakken, og andet ciffer angiver s¢jlen. I det
viste eksempel er krydspunktsnettet med den tilhgrende styre-
kredslgbsenhed og holdekredslgbsenheder monteret pd et falles
kredslgbskort og danner sdledes en enhed. I en valgerkreds
med flere trin er hvert vaelgertrin opbygget af en eller flere
matricer af den viste art. Krydspunktsrelaefne er som navnt

forsynet med topolede sluttekontakter, der i krydspunkterne
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kan slutte taletr&den i en rakke til tilsvarende trade

i en sgjle. En indgang til matricen, dvs. taletradene hg-
rende til en sgjle X0-X7, kobles til en udgang pé& matricen,
dvs. taletrddene i en rakke Y0-Y7, ved at det tilsvarende
krydspunktsrela trazkkes med et impulsformet aktiveringssig-
nal fra styrekredslgbsenheden og derpd holdes trukket med

en speciel holdekredslgbsopstilling. Relamatricens elektro-
niske styreenhed CU modtager fra den centrale styreenhed
information om, i hvilken rakke i krydspunktsnettet det rela
befinder sig, som skal aktiveres eller bringes til at vende
tilbage til sin udgangsstilling. Ved et signal til holde-
kredslgbsenhederne HU adresseres pd tilsvarende made en sg¢j-
le i krydspunktsnettet. Styreenhedens styrelogik adresseres
fra den centrale styreenhed med en adresse pa binar form.

En bit i den navnte adresse pd matrixindgangen CM valger
styrekredslgbsenheden, dvs. kortet i valgertrinnet, mens tre
bit i den navnte adresse p& rakkevalgindgangene YAO-YA2Z ud-
gg¢r en deladresse, der valger styrekredslgb inden for styre-
kredslgbsenheden, dvs. rakken i den valgte matrices kryds-
punktsnet, og en yderligere bit i den navnte adresse pa
styreindgangen RLS angiver om der skal ske trzkning eller
udlgsning.

Ogsé& holdekredslgbsenheden adresseres fra den cen-
trale styreenhed til valg af holdekredslgb hgrende til et
rela i den valgte rakke. Denne enhed adresseres med en adres-
se bestdende af 6 bits. I det viste eksempel er adressen op-
delt i to dele, den fgrste del bestdende af to bits og den
anden del bestédende af de resterende fire bits. Denne type
adresse er valgt for at fa& en enkelt dekodningslogik. Den

sidstnavnte adressering beskrives mere detaljeret i det f¢l-

gende.

De otte par taletrade X0-X7, der udggr indgangene til
den betragtede matrix, er sluttet til centralens indgange el-
ler til taletr&de Y0-Y7 i det foregdende velgertrin. P& til-
svarende m&de er matricens udgange, dvs. de otte par tale-
tr&de *0-Y7 sluttet til indgangene til en matrix i det pa-
fglgende trin. Krydspunktsnettets rakketrédde YHO-YH7 kan
fra styrekredslgbsenheden CU selektivt pétrykes spandinger
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til trazkning, holdning eller udlgsning af et rela i den
tilhgrende rzkke. Dette er antydet i figuren ved hjzlp af
transistorene T8 og Tll, der parvis er anbragt for hver
razkke, og som styres fra logikken i styrekredslgbsenheden
CU, som det senere skal beskrives narmere. Transistoren T8
padtrykker i ledende tilstand i hovedsagen spendingen +E1
p& razkketroden YHO, hvorved der tilvejebringes adressering
af et rela i den tilsvarende krydspunktsrzkke. Som antydet
ved modstanden RD i serie med spandingskilden +El1 skabes
der et strgmafhengigt spandingsfald beregnet til detek-
teringsformdl. En detektor DE afggr, hvorvidt trazkstrgmmen
ligger indenfor et givet, tilladt interval. En udfgrelses-
form for detekteringskredslgbet ifglge ovenstdende skal
senere beskrives narmere.

Holdekredslgbsenhderne HU, der hver isar er falles
for en rakke i krydspunktsnettet, indeholder som skematisk
antydet et antal holdeelementer HO-H7, der fortrinsvis er
realiseret ved hjzlp af thyristorer eller bipolare thyri-
storzkvivalenter. I fig. 2 antydes det, at elementerne be-
stdr af styrede firlagshalvledere, men i det fglgende skal
disse elementer vises som thyristorakvivalenter i bipoler
teknik.

Fig. 3 viser mere detaljeret, hvorledes et styre-
kredsl¢b.CO, dvs. den del af styrekredslgbsenheden CU ifgl-
ge fig. 2, der stér i forbindelse med en rzkke i matricen,
kan realiseres. Som tidligere navnt er en holdekredslgbsen-
hed HU falles for samtlige relzer i en rakke, og i fig. 3
vises et holdekredslgb HC, dvs. den del af en holdekreds-
lgbsenhed, der stdr i forbindelse med et enkelt relzelement
i rakken. Den for hele matricen fzlles styrekredslpbsenhed
CU indeholder yderligere identiske styrekredslgb Cl-C7, en
for hver rakke i matricen. Krydspunktsrelzerne R11-R18 er
hver isar med sin ene pol sluttet til raekkelederen YHO hg-
rende til razkken nr. 0 i krydspunktsnettet. Med sin anden
pol er de respektive relzer sluttet til en tilsvarende re-

lztilslutningsklemme XHO-XH7 pa den til rakken hgrende hol-
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dekredslgbsenhed HU. Det til rakkelederen YHO hgrende styre-
kredslgb CO, der indgdr i styrekredslgbsenheden CU, har tre
spandingsklemmer Ul, U2, U3 til tilslutning af ydre styre-
spendinger til trekning og holdning. Desse spandinger er i
det viste tilfelde en positiv spanding +El, en negativ span-
ding -E2 og desuden 0 volt. Foruden de navnte tilslutnings-
klemmer p& styrekredslgbet CO findes ogséd en matrixvalge-
indgang CM, tre rakkevalgeindgange YAO, YAl, YA2 og to styre-
indgange henholdsvis RLS og RLS. Styrekredslgbet CO's ud-

gang Y er sluttet til den tilhgrende rakketrdd YHO. For at

forsyne en udvalgt rakkeleder, i dette tilfelde rakkelederen
YHO, med trzkspnding fgres der pd ordre fra den centrale sty-
reenhed CP en positiv spanding, f.eks. spandingen +El,

til matricen og fordeles inden for denne til samtlige matrix-
vaelgeindgange CM til styrekredslgbene CO-C7 i styrekreds-
lgbsenheden CU. P& denne mdde udvalges matrixkort inden for
valgertrinnet. Til samtlige kort, dvs. matricer i et valger-
trin, sendes der derefter en adresse til udpegning af en rak-
ke i matricen. Denne adresse distribueres derefter til samt-
lige styrekredslgb CO-C7 inden for styrekredslgbsenhden CU

pd det p&gzldende kort. Hvert styrekredslgb har ligesom
styrekredslgbet CO i det viste eksempel tre rakkevalgeind-
gange YAO-YA2. Den binare adresse for den valgte rzkke fg-
res til disse indgange i en s&dan kodeform, at styrekredslgb-
et for den valgte rakke pa samtlige sine rakkevalgeindgange
modtager hgjt niveau, medens de gvrige styrekredslgb pa
kortet modtajer en adresse med lavt niveau pa mindst en

af rakkevalgerindgangene. Af det ovenfor navnte fremgdr det,
at samtidig med at rakkelederen YHO udpeges i narvarende til-
felde, udpeges ogsé& tilsvarende rzkker i samtlige matri-

cer hgrende til samme valgertrin. Inden for valgertrinnet mod-
tager imidlertid kun &t kort samtidigt en positiv spanding
+El p& matrixvalgeindgangen CM. Der findes nu to forskellige
styretilfelde. Enten trakning, hvilket omfatter en efter-
fglgende tilslutning af holdespanding, eller udlgsning,

Valg mellem disse to muligheder sker ved at patrykke hen-
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holdsvis lav eller hgj spending pa styreindgangen RLS.
Styrekredslgbet bestar i princippet af to identi-
ske dekodningskredslgb, der parallelt forsynes med samt-
lige navnte indgangssignaler til styrekredslgbet. Hvert de-
kodningskredslgb bestdr af en multiemittertransistor TS5,
T6 efterfulgt af en NPN-PNP-transistorkombination. Multi-
emittertransistoren er af typen NPN. Dekodningskredslgbet
kan betragtes som et OG-kredslgb med fire indgange, hvor
transistorerne T5, T6's emitter danner indgangene. Den bi-
nere udgang, dvs. PNP-transistorens kollektor antager sdle-
des kun sit hgje niveau, nadr samtlige indgange har hgjt ni-
veau. Dekodningskredsligbet for trakning, der er det g¢gvre
dekodningskredslgb i fig. 3, driver med sit udgangssignal
direkte et trazkkeelement, her vist som en NPN-transistor
T8, hvis kollektor forsynes med trakspanding +E1 fra span-
dingsforsyningsklemmen Ul. Et tilsvarende dekodningskreds-

lgb for udlgsning driver med sit udgangssignal et niveau-

skiftende trin bestdende af en PNP-NPN-transistorkombination.

Dersom det antages, at det i eksemplet viste styre-
kredslgb er adresseret til trazkning af et element i den

tilhgrende rzkke 1, pafgres der altsd i dette tilfzlde ma-

¥
')

&

trixvelgeindgangen en positiv spanding, f.eks. spandingen +El,

og samtlige rakkevalgeindgange pafgres ligeledes positive
spendinger, der svarer til et binart "et", og styreindgan-
gen RLS péfgres en spanding nul volt, der svarer til et bi-
nazrt nul. Herved ses, at den inverterede styreindgang RLS
har hgjt poténtial svarende til et binart "et". Under disse

forudsatninger indses, at dekodningskredslgbet for trakning

pad sine indgange, dvs. multiemittertransistorens emitter, mod-

tager spandinger svarende til binert "et". Med basis posi-
tiv bliver transistoren T5 sdledes sparret i denne tilstand.
Basis-kollektordioden leder strgm til den efterfglgende NPN-
-transistors basis, hvorved denne transist. leder og over-
fgrer den jordede emitters potential til basis pd den efter-
fplgende PNP-transistor T7. Denne transistor bliver ledende
og overfgrer sit emitterpotential +El1 til kollektoren. Trak-
elementet for saledes hgjt potential p& basis og leder
trazkspendingen +E1 til styrekredslgbet CO's udgang Y.
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Da styreindgangen RLS ifglge det ovenstdende har
lavt niveau, vil multiemittertransistoren, der indgédr i
dekodningskredslgbet for udlgsning, dvs. det nedre af
dekodningskredslgbene i det i fig. 3 viste eksempel, bli-
ve ledende, hvorved styreindgangens lave potential over-
fgres til denne transistors kollektor. Ved en betragtning a-
nalog til den ovenfor anfgrte indses det at dekodningskreds-
l1gbets udgangstransistor T9 sparrer og udgangsspandingen fra
dekodningskredslgbet bliver lav. Herved trakkes potentialet
p& den efterfglgende PNP-transistor ved hjalp af modstanden
R10 og spandingskilden -E2 ned p& en under nul liggende
vardi, hvorved PNP-transistoren T10 leder og derved haver po-
tentialet p& den efterfglgende transistor Tll's basis. Da
spendingen pd denne transistors emitter, der er direkte kob-
let til styrekredslgbet CO's udgang Y imidlertid, ifglge
det ovenstiende er lig med trakspandingen El, vil NPN-tran-
sistoren T1l i det niveauskiftende trin altsa holdes sparret.

N&r det udpegede rela imidlertid er trukket ved med-
virken af det nedenfor beskrevne holdekredslgb, overfgres
styrekedslgbet til holdetilstanden ved, at matrixvelgeind-
gangen CM's spanding sankes til nul. Ved denne foranstalt-
ning sparres trakelementet, transistoren T8, og NPN-tran-
sistoren T1l i det niveauskiftende trin overgar til ledende
tilstand, hvorved potentialet nul volt overfgres fra dens
kollektor til dens emitter og videre til udgangen fra styre-
kredslgbet CO.

Dioderne D1 og D2, der er sluttet til styrekreds-
lgbets udgang Y, s¢grger for sammen med de tilsluttede span-
dingskilder +El1 og -E2 at spazndingen pd udgangen henholds-
vis aldrig overstiger El eller aldrig falder udner -E2.

I fig. 3 ses ogsa som tidligere navnt de dele af
holdekredslgbsenheden HU, der hgrer til et krydspunkt i
krydspunktsnettet, i dette tilfzlde krydspunktet 11 med
relzet R11l. Denne del af holdekredslgbsenheden HU kaldes
i det fglgende et holdekredslgb HC og er i figuren vist

inden for en punkteret ramme. De punkterede ledningssymboler
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inden for rammen antyder tilslutningspunkter for yderligere
holdekredslgb inden for enheden. Selve holdeelementet i
kredslgbet er tegnet som et bipolart totransistors thyristor-
#kvivalent indeholdende transistorerne T4 og T3 med basis-
-emittermodstandene R4 henholdsvis R3. Det betragtede holde-
kredslgb HC i holdekredslgbsenheden HU adresseres som tid-
ligere navnt pd et antal relavalgeindgange XM0-XM5. Som
tidligere navnt er adressen opdelt i to dele. Den fgrste

del bestdr af to bits til relavalgeindgangene XM4 og XM5,
hvilke bits angiver, om rel@et hgrer til en fgrste eller

en anden gruppe pd hver fire relzer. De resterende fire
relavalgeindgange XM0-XM3 adresserer det valgte rela inden
for gruppen. I eksemplet i fig. 3 udggr relavalgeindgangene
XM4 og XMO de aktuelle indgange for det valgte rela. Dette
medfgrer, at den pad disse indgange lagte spanding skifter fra
hvilespandingen +E1 til aktiveringsspandingen nul volt i
udpeget tilstand.

Ifglge det ovenstdende har rzkkelederen YHO span-
dingen +E1 volt i udpeget tilstand. Transistoren Tl's
emitter, der over modstanden Rl er sluttet til rakkele-
deren over indgangen YH pd& holdekredslgbet, fdr altsé& hgjt
niveau, hvorved transistoren Tl leder str¢gm til den efter-
fplgende transistor T2's emitter. Ogsa denne transistor har
lav basisspanding pd grund af adresseringen, hvorfor ogsa
denne transistor bliver ledende. NPN-transistoren T3 i thy-
ristorazkvivalentet f&r sdledes styrestrgm, hvorved thyri-

storen bliver ledende og trakker str¢gm igennem relaspolen

“R11l, relstilslutningsklemmen XHO og imod sp@ndingskilden

-E2, der er sluttet til holdekredslgbets spandingsforsy-
ningsklemme U4. Trazkkestrgmmen gennem relaspolen R11l vokser
sdledes op mellem spandingerne +El og -E2. N&r overgangen til
holdetilstanden sker ifglge det ovenstaende, holdes relzet
R1l i aktiveret tilstand mellem spandingen 0 volt p& rakkele-
deren YHO og spandingskilden -E2.

Ved relaets udlgsning adresseres styrekredslgbet pa

samme m&de som tidligere med undtagelse af, at styreindgan-



10

15

20

25

30

35

DK 1553928

10

gangen RLS nu modtager et signal med hgjt niveau. Dette
medfgrer, at transistoren T6 sparres, hvilket ifglge det
tidligere resonnement £3r til felge, at ogsd transi-

storen T1ll sparres. Herved brydes holdestrgmvejen til rela-
et R11, og dette vender tilbage til sin hvilestilling. Pa
grund af, at transistoren T5 i styrekredslgbet CO er leden-
de ved udlgsning, vil trzkkeelementet, transistoren T8 i-
fglge det tidligere ra@sonnement vare sparret. I det fgr-
ste gjeblik efter udlgsningsadresseringen af styrekedslgbet
co kortsluttes relaspolen R11 altsd over dioden D2 og
thyristoren. Herved aftager strgmmen gennem relzet og thy-
ristoren mod nul, og ndr thyristorens holdestrgm passeres,
sparrer denne. Strgmvejen for relastrgmmen gér stadig, ef-
ter at holdeelementet er sparret, over modstanden R4,
dioden D3, zenerdioden DZ indgangen YH til relzet. Zener-
dioden DZ sparrer denne strgmvej, indtil holdeelementet er
overgdet til ikke ledende tilstand. I denne forbindelse kan
det navnes, at den vigtigste grund til at anvende thyri-
storer til holdefunktionen er, at koblingen £&8r stor stei-
immunitet uden ekstra komponenter, som f£.eks. kondensatorer.
Selvinduktionen hindrer nemlig strgmmen i at ezndre sig i
spring under eller over holdestrgmsniveauet for thyristoren
under en kortvarig forstyrrelse. Med de amplituder, der
forekommer hos stgjkilderne, £.eks. tordenforstyrrelse 800
volt i 10 mikrosekunder, eller brydning af ringesignal pa
90 volt med relzkontakt, turde det vare vanskeligt med rime-
lige midler at hindre forstyrrelser i at pavirke kredslgb-
ene. Forstyrrelserne £3r imidlertid ingen indvirkning, ef-
tersom thyristoren efter en forstyrrelse vender tilbage

til udgangstilstanden.

Fig. 4 viser et koblingsdiagram for en anden ud-
fgrelsesform for styrekredslgbet. Forskellen i forhold til
den beskrevne udfgrelsesform bestar i en anden udformning
af niveauskiftetrinnet 1S, der af dekoderen styres til ud-
1l¢sning. 7

I fig. 4 ses et koblingsdiagram for en anden ud-

forelsesform af styrekredslgbet. Ligesom tidligere er basis-
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-emittermodstandene i thyristorakvivalenterne ikke vist. Dekod-

‘ningsproceduren og patrykning af trazkspanding er den samme

som i udfgrelsesformen i fig. 3. Det niveauskiftende trin

for holdespanding og udlgsning er imidlertid udformet an-
derledes. Ved trzkadressering er transistoren T17 ligesom
tidligere sparret, hvilket ogsa galder de ¢gvrige transistorer
T12, T13, Tl4 og T1l5. Transistoren T8 leverer under traknin-
gen strgm over styrekredslgbets udgang til relzet. Da span-
dingen +E1l ifglge det ovenstdende falder bort fra matrix-
vaelgeindgangen CM, sparrer transistoren T8, og trakspandin-
gen +el pa styrekredslgbets udgang falder bort. Relzets in-
duktans sgger at drive strgm igennem relaviklingen p& sam-

me médde som tidligere. Over relaviklingen induceres nemlig

en elektromotorisk kraft med minuspolaritet imod styre-

kredslgbsudgangen. Induktansen trakker da en strgm over
dioden D4, hvis anode er sluttet til spendingskilden ~-E2 og
videre gennem transistoren T15's basis-emitterdiode. Herved
tandes thyristoren, dvs. ogsd transistoren Tl14 bliver leden-
de, og overfgrer jordpotential til styrekredslgbets udgang.

Ved udlgseadressering bliver transistoren T17 som
tidligere ledende, hvilket ogsé& gazlder transistorerne T12
og T13. Nar transistoren T13 er blevet ledende, kortslut-
ter denne transistor basis-emitterstrzkningen p& transi-
storen T15, der saledes ikke langere fir nogen basisstrgm
og derved sparres. Transistoren Tl4 sparres ogsi, og
holdestrgmmen til relzet afbrydes. P& samme made som tid-
ligere s¢ger.relaets induktans nu at trakke strgm igennem
relaet, og en strgmvej igennem dioden D4 og transistoren
T13 stdr nu til rédighed. I dette kredslgb forbruges den
i induktansen oplagrede energi, og strgmmen gdr imod nul.
Fordelen ved denne udformning af det niveauskiftende trin
er, at effektudviklingen i transistoren 15 under udlgsefor-
lgbet bliver lavere.

I fig. 5 er vist en udfgrelsesform for holdekreds-
lgbsenheden opbygget med holdekredslgb ifglge fig. 3. De
otte holdekredslgb for en rakke i krydspunktsnettet er
grupperet i to rakker. I den ¢vre razkke er der pé de indgéen-
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de komponenter anfgrt betegnelser, der stemmer overens med
betegnelserne pd de tilsvarende komponenter i fig. 3.

I fig. 6 ses en anden udfgrelsesform for holdekreds-
lgbsenheden. Ligesom i fig. 5 er basis-emittermodstanden i
thyristorakvivalentet udeladt i figuren. Betegnelser for kom-
ponenter i forbindelse med det fgrste krydspunkt er anfgrt
i figuren. Transistorerne i thyristorakvivalentet har faet
samme betegnelser som i fig. 3. Ledningssymboler, der af-
sluttes med et plustegn, anses for varende koblet til kreds-

lgbets spandingsforsyningsklemme U5, og ledningssymboler,

" der er afsluttet med et minustegn, anses for varende kob-

let til spandingsforsyningsklemmen U4. Ligesom tidligere

er der til spandingsforsyningsklemmen U4 sluttet den ydre
spending -E2 og til klemmen U5 sluttet den ydre spanding
+El. I denne udfgrelsesform pavirkes det valgte krydspunkts
thyristor af relastrgmmen, nar basis pa PNP-transistoren

T4 f&r patrykt en spanding nul volt. Thristoren bliver imid-
lertid ikke ledende, fgr relastrgmmen er vokset til thyri-
storens holdestrgmverdi. Nar dette indtraffer, gér rela-
strgmmen igennem transistoren T4's basis-emittermodstand,
dioden D6 og transistoren T18 mod jord. Holdekredslgbsenhe-
den mangler sdledes i denne udfgrelsesform den specielle
indgang YH ifglge fig. 3. Indgangsbetingelsen fra styre-
kredslgbsenheden til styrelogikken i holdekredslgbet kommer
altsd over relaspolen. Holdekredslgbet i holdekredslgbs-
enheden valges pd samme made som tidligere ved en adresse
pa relavalgeindgangen XM. Ved adressering af f.eks. kryds-
punktet 1 lagges spandingen +El pd relavalgeindgangen XM4
og spandingen nu volt pd relavalgeindgangen XM0. Ved ud-
lg¢sning bliver thyristoren sparret, hvorved relaspolen

over indgangen XHO, transistoren T4's basis-emittermod-
stand, dioden D5 og videre imod spandingskilden +El kort-
sluttes. Ved den viste forbindelse af dioden D5 opnds end-
videre at thyristoren ved en kortvarig forstyrelse, der
bryder strgmmen til denne, atter bliver ledende, nar stregm-

men vender tilbage.

.Y
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I fig. 7 er vist en holdekredslgbsenhed svarende
til den i fig. 6 viste. Denne holdekredslgbsenhed danner en
del af krydspunktsfeltet omfattende 4 x 4 relzer. Ogsad 1
denne figur er basis-emittermodstandene til transistorerne
1 thyristorakvivalenterne udeladt. Denne udfgrelsesform for
holdekredslgbsenheden, der ogsd kan anvendes til f.eks.
krydsfelter med 8 eller 16 sgjler, har en specielt enkel de-
kodningslogik bestdende af dioderne, der er sluttet til thy-
ristorakvivalenterne. I denne udfgrelsesform bliver thy-
ristorerne ligesom i udfgrelsesformen ifglge fig. 6 fegrst
ledende, ndr relastrgmmen overstiger thyristorernes holde-
strgmverdi.

I fig. 2 er det vist, hvorledes trazkspandingen +El
sluttes til styrekredslgbsenheden over en mdlemodstand RD for
derved at skabe strgmafhezngigt spandingsfald til detekterings-
formédl. Som det fremgdr af ovenstdende beskrivelse findes der
ingen styrefunktioner indbygget i de forskellige kredslgbs-
enheder. Apparatets opbygning er i stedet for indrettet til
at muligggre en kontrolmaling af, at trzkstrgmmen har den ret-
te verdi. I fig. 8 er der vist en udfgrelsesform for et
styrekredsl¢b, der indeholder den navnte mdlemodstand og
detekteringsorganer. Styrekredslgbet trekker kun strgm fra
spandingskilden +El1, ndr den er aktiveret af et signal pa ma-
trixvalgeindgangen CM. To komparatorer K1, K2 er indrettet
til hver isa@r pd sin ene indgang at modtage den navnte
strgmafhangige spanding og pa sin anden indgang at mod-
tage hver sin referencespanding. Komparatorerne er ind-
stillet sdledes, at komparatoren Kl giver signal pd sin ud-
gang, hvis strgmmen gennem mdlemodstanden er stgrre end den
mindste trakkestrgm, og komparatoren K2 giver signal pa
sin udgang, hvis strgmmen er stgrre end den stgrste trakke-
strgm for et krydspunktsrele.

En kontrolcyklus kan under de givne forudsatninger
f.eks. udfgres pd fglgende made. Fgrst aktiveres den aktu-
eller styrekreds til trakning, men der gives ingen anvisnings-

besked, dvs. ingen adressering, til holdekredslgbene. Hvis
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komparatoren K1 da giver signal pa sin udgang, er et rela i
den anviste rakke sandsynligvis allerede trukket, og et
yderligere trukket rela skal sandsynligvis give en samta-
leopkobling som ovenfor beskrevet. Denne del af kontrol-
cyklen varer ca. lms p& grund af relaspolens tidskonstant.
Ved signalet fra komparatoren Kl foretages en udlgsnings-
styring og en ny trakkekontrol for at give meddelelse om,
hvorvidt fejlen er permenent eller ikke.

Hvis komparatoren K1 ikke giver signal ved kon-
trolmangvren, afgives den aktuelle anvisningsinformation,
dvs. adresse, til holdekredslgbene. Et krydspunktsrela far
nu trazkkestrgm, og komparatoren K1 afgiver et signal. Hvis
imidlertid ogsd komparatoren K2 afgiver signal p& en ud-
gang, foreligger der sandsynligvis dobbelt anvisning, og
der beordres udlgsning.

T den her beskrevne udfgrelsesform for kontrolkreds-
l1gbet kan komparatoren K2 eventuelt ogsd anvendes for at be-
skytte kredslgbene imod overbelastning, f.eks. ved kort-
sluttet relavikling. Udgangssignalet fra komparatoren skal
i denne forbindelse give en umiddelbar og uvilkdrlig under-
trykkelse af matrixvelgedekoderens signal.

Den fgrste fase i kontrolcyklen, dvs. nidr man ved
hjaelp af komparatoren Kl afggr, om et rela i den anviste
razkke allerede er trukket, kan ggres betydeligt hurtigere.
En tredje komparator KO, der p& sine indgange modtager dels
den strgmafh@ngige spanding, der frembringes af modstanden
RD, dels en égen referencespanding, indstilles sédledes, at
den giver udgangssignal for strgmme, der er stgrre end den
minimale holdestrgm for et rela. Under forudsatning af, at
et rele i den anviste rakke allerede trakker holdestr¢m,
fgres denne holdestrgm direkte over til trazkspandingskil-
den +E1 ved trakordre til styrekredslgbet. Herved fés en
umiddelbar indikering af, at et rela i rakken allerede er
trukket.

Referencespandingerne til de respektive komparatorer
kan f.eks. frembringes ved hjalp af en spandingsdeler mellem

de ydre spandingskilder +ELl og -E2 som vist i figuren.
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I fig. 9 er der vist en udfgrelsesform for den til
et krydspunkt hgrende del af en holdekredslgbsenhed HU. A-
dresseringsm&den er den samme som i apparatet ifglge fig. 3.
Transistorerne T1l, T2 og modstanden Rl svarer direkte til
komponenterne med disse betegnelser i fig. 3. Holdekreds-
1gbet bestdr i denne udfgrelsesform ikke af et PNP~-NPN-
-thyristorakvivalent, men er opbygget af udelukkende NPN-
-transistorer T3, T19, T20. Transistoren T3 ggres ledende
ved trakadressering p& samme madde som i apparatet ifglge fig.
3. Herved sparres transistoren T19, og transistoren T20 bli-
ver ledende. Relastrgmmen kan sdledes lgbe gennem tran-
sistoren T20 og modstanden R3 imod spendingskilden -E2,
der er forbundet med spandingsforsyningsklemmen U4. Rela-
strgmmen gennem modstanden R3 holder transistoren T3 0g
dermed transistoren T20 ledende.

Ved overgang til holdetilstand forbliver kredslgbet
i den beskrevne tilstand.

Udlgseadresseringen bryder relastrgmmen fra styre-
kredslgbet CO. Nar relastrgmmen er faldet under apparatets
holdestr¢mvardi,»der kan pavirkes ved valg af modstanden
R3's vardi, sparres transistoren T3 og dermed ogsa tran-
sistoren T20. Nar holdekredslgbet er sparret, aftager re-
lestrgmmen imod nul gennem en for hvert holdekredslgb spe-
ciel zenerdiode DZ', der shunter transistoren T20's kol-
lektor-emitterstraekning.

I fig. 10 er der vist et kredslgbsdiagram for en
tredje udf¢rélsesform for styrekredslgbet. Dekoderenheden
AK i den punkterede ramme kan realiseres pd samme made som
i udfgrelsesformen ifglge fig. 4 . Dekoderenheden AK har to
binzre udgange A og B, der antager deres hgje henholdsvis
lave vardier i afhangighed af indgangssignalerne pé& samme
méde som i udfgrelsesformen ifglge fig. 4. Basis-emitter-
shunten R66, der i hovedsagen bestemmer holdestrgmmen

for PNPN-organet T14-T15, er vist i niveauskiftetrinnet

LS''. Shuntens modstandsvardi er valgt sdledes, at holdestrgm=

men for PNPN-organet bliver af samme stgrrelsesorden som for
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et af de indbyrdes ens relzer i den tilhrgende razkke. Her-
ved opnds det, at en kort forstyrrelse ikke bevirker trak-
ning eller udlgsning af rel=zet, eftersom strgmmen p& grund
af relzets induktans ikke kan vokse henholsvis falde hur-
tigt til PNPN-organets holdestrgmveardi.

- Transistoren T13 der shunter transistoren Tl4's
basis-emitterovergang, holdes ligesom PNPN-organet T14-T15
sparret ved trazkkeadressering. Nar der sker en skiftning
til holdetilstand ifglge den tidligere beskrivelse falder ud-
gangen Y's trakkespanding +E1l. Relazinduktansen trazkker da
strgm igennem dioden D4 og modstanden R67 fra jord. Falles-
punktet for modstanden og dioden D4 holdes ved hjzlp af
fikseringsdioden D9, der er forbundet med spandingskilden
~E2, p& en spanding, der overskrider -E2 med spandingsfaldet
i lederetningen i en diode, for at begranse spandingen pid
PNPN-organet T14-T15's katode. Denne opstilling forhindrer
forekomst af substratstrgmme i ikke anviste holdeorganer,
der er koblet til den samme styrekredslgbsudgang Y. Nar re-
lxzet trakker strgm som ovenfor navnt, ggres thyristoren
ledende og overfgrer Jjordpotentialet til styrekredslgbets ud-
gang, og relzet holdes. Ved udlgseadressering antager udgan-
gen B hgjt niveau, hvorved transistoren T13 leder og kort-
slutter basis-emitterovengangen pd transistorens T14,
og denne transistor modtager fglgelig ikke langere basis-
strgm og sparres. Nar transistoren T1l4 sparres, falder re-
lastrgmmen gennem transistorerne T13 og T15 imod nul.

Holdeenheden for en matrixrakke pa 8 krydspunkts-

" elementer, der er vist i fig. 11, udggr en &ndring af kreds-

lgbet ifglge fig. 5. Ved en dobbeltmarkering i holdeenheden
ifglge figuren, dvs., nar to krydspunkter f.eks. p&d grund
af en fejl i styreenheden pa samme tid adresseres til funk-
tion p& indgangen XMO-XM5, aktiveres sandsynligvis kun et
af krydspunkterne. Endvidere er det rent tilfeldigt, hvil-
ket af de to krydspunkter, der aktiveres. Dette afhanger af
hvilken af thyristorerne T4-T3, der pd grund af forskelle

i thyristorernes komponentparametre fgrst bliver ledende o-
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ver den anviste transistor T2's kollektor-emitterforbindel-
se og reducerer spandingen ved transistoren Tl's kollektor.
P& denne made hindres tilfgrsel af styrestrgm til den an-
den anviste thyristor. Det vil s&ledes ikke vare muligt

at detektere fejlen i styreenheden med styrekredslgbet i-
fglge fig. 8. Samtidig vil der vare risiko for at det for-
kerte krydspunkt er aktiveret.

For at fjerne virkningen af indbyrdes forskelle mel-
lem komponentparametrene for henholdsvis PNPN-organerne Og
transistorerne Tl og T2 i anvisningslogikken i kredslgbet ifpl=
ge fig. 11 er et antal udligningsmodstande indfgrt samtidig
med, at modstanden Rl i opstillingen ifglge fig. 5 er fjer-
net. Fglgelig er en modstand RB koblet til basis pad de re-
spektive transistorer Tl, og i emitterkredslgbet pa hver
transistor T2 er en modstand RE indsat. P4 denne made vil
styrestrgmmen til eventuelt dobbelt anviste krydspunkter
bliver ligeligt fordelt, og aktivering af begge de markerede
krydspunkter sikres. Det vil fglgelig vare muligt at
detektere dobbeltmarkering ved hjzlp af et kontrolkreds-
1¢b af den tidligere beskrevne art.

Fn diode D3 for hvert holdeorgan og en zenerdiode
DZ falles for alle holdeorganer giver en strgmve] i kreds-
1gbet ifglge fig. 5, gennem hvilken relastrgmmen efter ud-
lgseadressering kan d¢ hen, ndr PNPN-organet afbrydes. Funk-
tionen af de ovenfor navnte to dioder er her overtaget af en
speciel zenerdiode DC" for hvert PNPN-organ. Denne ze-
nerdiode er som vist i fig. 11 koblet mellem basiselek-
troderne p& thyristorazkvivalentet og begrenser fglgelig span-
dingen over PNPN-organet. Hvis en kort forstyrrelse skulle
aflede strgmmen fra PNPN-organet T4-T3 under holdetilstan-
de, vil PNPN-organet tande igen som fplge af, at strgmmen
af relzinduktansen drives igennem PNPN-organets basis-emit-
terovergang og gennem zenerdioden Dz", ndr forstyrrelsen
er ophgrt. Det antages imidlertid i dette tilfalde, at re-
lastrgmmen ikke er faldet under PNPN-organets holdestrgm

under forstyrrelsen.
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Patentkzravwv.

1. Relsmatrix (Ml... Mn), isar tungerelamatrix,
som styres over en styre- og dataskinne ved hjzlp af en
central elektronisk styreenhed (CP), til flertrinsvalger-
organer i telekommunikationsanlag, hvilken matrix omfat-
ter vandrette rakkeledere (YHO...YH7) og s¢jleledere samt
mellem disse ledere ved deres krydsningspunkter forbundne
monostabile relzer (R11l, R12...), k endetegnet
ved:

a) en styreenhed (CU) til at pdtrykke relatrzkke-
spanding, hvilken styreenhed er forbundet med styre- og
dataskinnen (DB) og indrettet til selektiv forbindelse
med razkkelederne (YHO...YH7),

b) et male- og styreorgan (RD,K1l) for markerings-
strgm, der er tilsluttet styreenheden (CU),'

c) holdekredslgbsenheder (HU), der er tilsluttet
styre- og dataskinnen (DB), ]

d) bistabile elektroniske kontaktorganer (HO... H7),
forbundet i serie med et krydspunktsrels,

e) et male- og styreorgan (RD,K1,K2) for relatrak-
kestrgm, hvilket organ er forbundet med styreenheden (CU),
og

f) organer til at patrykke holdespanding (T6, T17,
LS), hvilke organer er forbundet med styre- og dataskinnen (DB)
og indrettet til selektiv forbindelse med rakkelederne
(YHO... YH7).

2. Relamatrix ifglge krav 1, k end et egnet
ved, at de bistabile kontaktorganer (T3,T4) hver isar er
forsynet med en styreindgang, som er indrettet til at mod-
tage et aktiveringssignal fra holdekredslgbsenhederne (HU),
og to hovedelektroder, hvoraf den ene er sluttet til et
krydspunktsrelz (R11,R12...) og den anden er sluttet til en
spendingskilde (-E2).

3. Relamatrix ifglge krav 2, k endetegnet
ved, at kontaktorganerne (T3,T4) bestdr af et firlaget halv-
lederelement (PNPN), hvor en resistiv shunt (R3,R4) danner

bro over hver af de to PN-overgange.
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4. Relamatrix ifglge krav 2, kendetegnet
ved, at kontaktorganerne (T3,T4) hver isa&r omfatter to
bipolare transistorer af modsatte ledningstyper (NPN-PNP) ,
hvor basis pd den ene er sluttet til kollektoren pa den
anden og omvendt, og at hver transistor er forsynet med en
resistiv basis-emittershunt.

5. Relamatrix ifglge krav 3 eller 4, kend e -
tegnet ved, at den ene shunt (R4) har en modstands-
vardi, der er valgt p& en sadan made, at kontaktorganets hol-
destrgm bliver af samme stgrrelsesorden som det til kon-
taktorganet sluttede reles (RL1,R12...) holdestrgm.

6. Relamatrix ifglge krav 1, kendetegne t
ved, at organerne til patrykning af holdespanding (T6, T17,
1.S) hver isar er sluttet til en rzkkeleder (YHO,YH1...) 1
krydspunktsnettet (CPN) og omfatter en dekodningsenhed (T6,
T17) og et niveauskiftende trin (LS,LS'), der er forbundet
mellem en holdespandingskilde (U2) og den tilhgrende rakke-
leder.

7. Relamatrix ifglge krav 6, kendetegne t
ved, at det niveauskiftende trin (L8') indeholder et fir-
laget halvlederelement (PNPN) tilsluttet mellem holdespan-
dingskilden (U2) og rzkkelederen, at der er dannet bro over
hver af det firlagede elements to PN-overgange ved hizlp
af en resistiv shuntmodstand, der er valgt pd en sadan ma-
de, at det firlagede elements holdestrgm bliver af samme
stgrrelsesorden som for et af de til den tilhgrende rakkele=
der sluttede'matrixrelaer (R11,R12...).

8. Relamatrix ifglge krav 3, kendetegne t
ved, at N-laget i den PN-overgang, som shunten (R4) dan-
ner bro over, over en diode (D3) og en i serie hermed an-
bragt zenerdiode (DZ) er forbundet med den tilhgrende rak-
keleder (YHO,YHLl,...), hvorved zenerdioden (Dz) er fazlles
for samtlige til en og samme rzkkeleder hgrende kontaktorga-
ner.

9. Relematrix ifglge krav 7, kendetegne t
ved, at hver af det firlagede elements to PN-overgange er

shuntet af en bipolar transistor, hvis basis er sluttet til
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dekodningsenhedens (T6,T17) udgang.

10. Rel=zmatrix ifglge krav 7 eller 9, k end e -
tegnet ved, at det firlagede elements af N-lag om-
givne P-lag over en diode er sluttet til en spandingskilde.

11. Relematrix ifglge krav 2, k end e tegnet
ved, at holdekredslgbsenhederne (HU) omfatter i det mind-
ste et fgrste koblingsorgan (Tl), og et antal andre kob-
lingsorganer (T2), &t for hvert krydspunkt, at hvert or-
gan er forsynet med en styreindgang og en fgrste og en
anden hovedelektrode, og at det fgrste koblingsorgan (T1)
med sin styreindgang er tilsluttet styre- og dataskinnen
(DB) og med sine hovedelektroder er tilsluttet en rakkele-
der og en fgrste hovedelektrode pa hver og en af de paral-
lelt anbragte andre koblingsorganer (T2), hvis styreind-
gange er tilsluttet styre- og dataskinnen (DB) og hvis an-
dre hovedelektroder er forbundet med styreindgangen p& det
tilhgrende bistabile elektroniske‘kontaktorgan i det pa-
geldende krydspunkt.

12. Relzmatrix ifglge krav 11, k end et egnet
ved, at der i serie med det fgrste koblingsorgans styreind-
gang og i serie med den fgrste hovedelektrode pad hvert af
de andre koblingsorganer er forbundet en modstand.

13. Rel®matrix ifglge krav 3, k end et egnet
ved, at det mellemste N-lag og det mellemste P-lag i det
firlagede element er indbyrdes forbundet ved hjzlp af en ze-
nerdiode (DZ").

14. Relamatrix ifglge krav 7 eller 9, k end e -
tegnet ved, at det firlagede elements af N-lag om-
givne P-lag over en diode (D4) er tilsluttet udtaget pd en
spendingsdeler bestdende af en modstand (R67) og en diode
(D9), hvilken spandingsdeler er forbundet mellem jordpoten-

tial og en spandingskilde (-E2).
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